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引言
AdvancedTCA® 是一種用於在中心局電信環境的新型
模塊化計算架構，由  P C I  I n d u s t r i a l  Co m p u t e r
Manufacturers Group 開發。在  PICMG®3.0 規範其
中定義了背板、連接器和可插撥板卡的電氣和機械
特性。

繫統電源由電信裝置中常用的 –48V 雙電池饋電方式
來提供，而且， ATCA™ 中的許多相關規範都取自已
制定的電信標準。

功率要求
每一塊可插撥板卡或前端電路板都是專為能夠在一
個運行繫統中進行帶電插撥而設計的。允許每塊前
端電路板吸取高達 200W 的功率，從而將最大負載電
流置於 4A 至 5A 的範圍內。

與這些類型的繫統中常見的一樣，非常希望進行以
板卡為中心的湧入限制以及電流和電壓監視，以便
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清除輸入電池饋電並最大限度地減少電源背板干擾。
LTC®4252A 熱插撥 (Hot Swap™) 控制器是 –48V、
0W 至 200W 應用的上佳選擇。

電路解決方案
圖 1 示出了一種專為具備對最大可用功率的處理能力
而設計的完整電路。LTC4252A 所設定的精確電流限
值旨在提供至少 5.5A 的電流 (在所有的條件下)、一個
針對 200W 功率的舒適裕度、並能夠剛在 7A 電流以下
關斷，以便在出現有害過載時使熔斷器保持完好。

該電路兼具過壓  (OV) 和欠壓  (UV) 監視功能。UV 門
限被設定在 –37V 接通時和在 –33.3V 關斷，在  “或”
二極管之後進行測量。OV 在  –74.7V 時關斷，並在
–73.2V 時重新接通 (在 “或” 二極管之後進行測量)。

     、LTC 和 LT 是凌特公司的注冊商標。
Hot Swap 是凌特公司的商標。AdvancedTCA 和 PCIMG 是 PCI Industrial
Computer Manufacturers Group 的注冊商標。ATCA 是 PCI Industrial
Computer Manufacturers Group 的商標。

圖 1：200W AdvancedTCA 熱插撥控制器電路
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如要獲得更多資料或技術支持，請与我們的銷售
部或當地分銷商聯絡，也可瀏覽我們的网址：
www.linear.com.cn 或電郵到 info@linear-tech.com.hk
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這確保了在  –43V 至  –72V 的滿量程內以及至  –75V 的
輸入浪湧和至  –100V 的瞬變條件下的正常操作  (與
ATCA 規範一致)。

一旦檢測到有板卡插入，則 LTC4252A 將暫停運行達
230ms 的時間以便允許觸點顫動，然後采用一個斜坡
電流電路來對負載進行軟啟動。湧入電流將逐漸增
加，直到 MOSFET 完全導通為止。

利用三個截然不同的響應級來處理由 SENSE 引腳和
8mΩ 分流電阻器進行檢測的電流過載。如果檢測到
一個小且在  7A 或更大的持續過載，則  TIMER 引腳
將在延遲 5.7ms 之後關斷。如果過載超過 7.5A，則
LTC4252A 將調低 MOSFET 電壓並把電流維持在該
數值上。同樣，在經過了一個 5.7ms 的延遲之後，電
路關斷。如果過載很嚴重，則一個堅固且非常快
速的放大器將迅速地對 MOSFET 的柵極電壓進行校
正，使其降至器件的門限附近。LTC4252A 的電流限
制電路隨後開始起作用，並在  5.7ms 的  TIMER 延遲
周期中將過載維持於 7.5A。

LTC4252A 還對 MOSFET 兩端的壓降進行監視，並
可在電壓應力增加時將 TIMER 延遲降至小至 1.8ms。
這便能夠在出現硬故障的情況下使 MOSFET 舒適地
保持在其安全工作區之內。

0V 瞬變
所謂  0V 瞬變要求是早期電信設備標準中的一項傳
統，規定在一個持續時間為 5ms 的輸入壓降過程中必
須保持繫統的不間斷運作。在這一時間間隔內需要
1J 的能量以維持一個 200W 的負載。

除了儲能要求之外，連接器引腳配置也提出了一項
特殊的設計難題。前端電路板的插撥由兩個短引腳
ENABLE_A 和 ENABLE_B 來檢測。這些引腳並未
簡單地通過背板形成環路，而是連接至  VRTN_A 和
VRTN_B，這導致它們在插撥檢測中的應用變得復雜化。

如果 ENABLE_A 和 ENABLE_B 被用來通過直接驅動
LTC4252A 的 UV 引腳電阻器來檢測插撥，則 MOSFET
有可能在出現第一個壓降標志信號時關斷，這與壓
降的起因無關。當輸入被恢復時， LTC4252A 將開始
一個新的啟動周期，並與反跳和軟啟動形成一個完
整的循環。如果從一個 0V 瞬變恢復，則 1J 儲能機理

有可能造成能量遠在 MOSFET 恢復之前就被耗盡，
從而導致前端電路板操作中斷。

這裡，抽取是根據每個 ENABLE 引腳與其關聯 VRTN

之間的差異來推斷的，因而絲毫不理會輸入壓降。
當一個 ENABLE 引腳在 VRTN 被供電的情況下斷接
時，一個  PNP 晶體管將上拉  OV 引腳電壓，以關斷
LTC4252A 並允許進行安全抽取，而不會造成任何的
連接器損壞。與此相反，基極和發射極端子將在一
個 0V 瞬變過程中保持短路狀態；不會有任何信號被
送至  OV 引腳，而且  MOSFET 將保持導通狀態。當
輸入電壓被恢復時，功率將不間斷地輸送至負載。

儲能
用於滿足 1J 要求的認可儲能方法是采用一個體積龐
大的儲能電容器，該電容器通過電阻器來充電。采
用電阻器充電所帶來的諸多好處並不會被人們立即
察覺。首先，瞬時過壓與電容器隔離開來，因而可
以采用額定電壓為 80V 的小型電容器。其次，一個
與電容器儲能相等的能量將被耗散於充電路徑中。
如果由 Q1 來單獨承擔該負載，則有可能需要采用一
個大得多且更加昂貴的高 SOA 器件。取而代之的是
將該充電能量耗散於幾個電阻器中。

計算能量
體積龐大的儲能電容的計算是在已知一個 0 V瞬變始
端的最小輸入電壓 (在前端電路板的輸入端被規定為
–43V) 衰減至一個 –34V 的最壞情況 UV 檢測電壓的情
況下進行的。在 5ms 的壓降周期中，二極管損耗將導
致一個 –41V 負載電壓衰減至 –34V。

在計算所需電容值的過程中，一種普遍的錯誤是雖然
運用常見的 E = (1/2) CV2 能量方程，但卻將 ∆V 用作
電壓項。這是不正確的，並會得出一個超過 40,000µF
令人喫驚的大電容值。幸運的是，對於 1J的可用能
量，該數值要小得多，而且，當采用下面的正確公式：

計算結果僅為 3,800µF。在較低功率應用中，應按照
與負載成正比的關繫來減小該電容值。
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